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ЗА ХИ С Т ІН Ф О РМ АЦ ІЇ В ОЗП НА КМ О Н -М ІК РО СХЕМ А Х

Запропонована схема, яка забезпечує збереження Інформації в мікросхемах КМОН 
ЗП при зникненні напруги живлення. Використання схеми підвищує надійність роботи 
ЗП.

Відомо [1,2], що мікросхеми КМОН ЗП можуть протягом значного 
часу зберігати інформацію при зниженні напруги живлення. Пропоно
вана схема забезпечує надійне її зберігання й тоді, коли основна на
пруга живлення буде вимкнута. Щоб запобігти спотворенню 
інформації, яка зберігається в ЗП (а таке спотворення може виникнути 
під час вмикання або вимикання основного джерела живлення), на вхід 
CS мікросхем ЗП слід подати потенціал живлення мікросхем.

Схема (див. рисунок), яка перемикає живлення мікросхем ЗІ? з 
основного джерела на резервне, працює в такий спосіб. На вхід Их І 
подається напруга основного джерела живлення (+5 В ), на вхід Вх 2 — 
акумуляторної батареї (+3 ... 4 В), на вхід Вх 3 — сигнал вибірки па 
м’яті від зовнішньоі схеми керування (ТТЛ рівня). Напруга з ви ход; 
В  их 1 поступає на входи живлення мікросхем ЗП, з виходу Вих 2 — н 
входи CS мікросхем ЗП.
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Якщо основне джерело живлення працює нормально, то акумуля
торна батарея підзаряджається через резистор R3. Якщо напруга жив
лення основного джерела знижується, то резистором R2 встановлю
ється поріг від’єднання КМОН ЗП від зовнішньої схеми керування. 
Коли напруга на базі транзистора КГ2становитиме 0,9 ... 1 В, по
тенціал логічного нуля, що надходить на Вх 3, відкриває транзистор 
VT2, а потенціал логічної одиниці закриває його.

Якщо напруга основного дже
рела живлення стає нижче ніж4,5 В, 
стабілітрон VDJ виходить з режи
му стабілізації, і струм через ньо
го різко зменшується, внаслідок 
чого транзистор VTI запира
ється. Напруга на базі транзисто
ра VT2 стає близькою до нуля, за
безпечуючи надійне запирання 
транзистора VT2 незалежно від 
сигналу на Вх 3. Напруга на Вих J 
спадає до рівня, при якому від
кривається діод VD2. У цьому разі 
на обидва виходи надходить на
пруга акумуляторної батареї.

Якщо напруга основного джерела живлення зростає вище 4,5 В, то 
описані вище процеси відбуваються в зворотному напрямку, тобто 
відкривається транзистор VT1, закривається діод VD2, входить у ре
жим стабілізації стабілітрон VD1 і напруга на базі транзистора VT2 
зростає до 0 ,9 ... 1 В.

Розроблена схема забезпечує перемикання мікросхем ЗП з основ
ного джерела живлення на резервне та навпаки без втрати інформації 
вОЗП.
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